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BAX82
Planar-Silizium-Diode im DO-35-Gehause fiir allgemeine Anwendungen
Niedere Schaltzeiten bei hohen DurchlaBstrémen
Miniaturbauweise aus nur 4 Einzelteilen
Widerstandsfahig gegen extreme mechanische Beanspruchungen
Mechanische Daten
Mechanischer Schock 3000 g dber 0,2 ms 3 Ebenen
Beschleunigen 20000 g dber 1 min/Ebena 6 Ebenen
Mafie in mm DO-35
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Absolute Grenzwerte
Sperrspannung 50V
Spitzensperrspannung 50V
DurchlaBstrom 250 mA
Spitzenstrom bei 1 5 Pulsbraite 400 mA
StoBstrom bei 1 ps Pulsbreite 3A
Sperrschichttemperatur 175 °C
Lagerungstemperatur —E5 °C bis +200°C
Verlustleistung 400 mW
Warmewiderstand 0,375 °C/mW
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Statische Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Priifbedingung min typ max
Usgr Ig = 5pA B0 Y
Up g = 100 whi 0,40 0,48 0,53 )

lp = 1 ma 0,50 0,57 0,67 L)

g = 10 mA 0,60 0,70 0,85 v

g = 100 mA 0,75 0,80 1,10 v

lp = 200 mA 0,82 1,10 135 v
Ir Ug =230V 20 100 nA
In Ug =30V

To=100°C 1.5 10 Ty
Ig Uy = 30V

T = 150°C %5 100 [Ty
C Ug =0V 2,5 3.5 pF
tee ¥ = 10 mA

Ig = 10 m&

bis auf Ig = 1 mA 4 ] ns
ter g = 200 mA

Ig = 200 mA

bis auf Iz = 20 mA 5 B ns
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DurchlaBkennlinie Iy = f (Ug); Tu = 25 °C Sperrkennlinie g = f (To): Ug 30 V
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- Sperrkennlinie g = f (Ur); Ty = 25°C
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Max, zuldssige Verlustieistung Peot = f (Ty)
| i
i

] Fil £ ™ w0 s L] 78 *C

‘.I_-'-

{Piot = P, siehe Verzeichnis der Indizes)

Sperrschichtkapazitat C

C=f{Ur)
a5
ki '
C ’\
2 H"N-\-.___'.._____‘-“--_
\-..._____- _—-—-—__________lﬂl.r____-_-_—
b, byp. |
"hq.__-__-_ o
1
(1]
0 5 n 5 vV 2

l_h—-—

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



